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１．概要（Summary） 

窒化物半導体は青色発光ダイオードに代表される光デ

バイスに利用されてきている．窒化物半導体は一方で，

電子デバイスとしてもその物性から注目を集めている．高

耐圧デイバスの作製に向けて多くの研究がなされている

が，GaNでは残留キャリア密度を下げられないため，

10kV程度の耐圧が実現されていない．SJ構造によると，

電界を均一化出来るためこのような高耐圧が可能になると

考えられる．SJ作製においては，通常イオン注入やエッ

チングが用いられるが，窒化物半導体ではこれらの技術

が確立されていない．そこで，本研究ではナノコラム構造

を成長し埋め込むことにより SJ構造の作製を目指す．特

に pn接合作製に関して，Mg ドーピングによる埋め込み

構造の可否に関して調査を行った． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

 走査電子顕微鏡 

【実験方法】  

 サファイア基板上に成長した GaNテンプレートの

上に，スパッタリングを用いて SiO2膜を堆積し，ナ

ノインプリントによりドットパターンを作製した．結

晶成長は TMGa及び NH3を原料とし，III族，V族

を交互に供給する ALE成長により行った．ナノワイ

ヤを成長後続けて TMGa+NH3に加えて EtCp2Mgを

導入し，Mgドーピングを行い p型 GaNの作製を試

みた． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1にサファイア上 GaNテンプレート上へ成長した

ナノワイヤと，コアシェル構造の鳥瞰 SEM像を示す．これ

までに示してきたように，400nm径のナノワイヤを

MOVPEにより成長することが可能である．ナノワイヤの

長さは 1m程度と短いが，これまでに 10m超の成長が

可能であることを示してきており，SJ構造への応用が期待

される．Fig.1は n-GaN/p-GaNのコア/シェル構造を示し

ている．埋最終的にナノワイヤを埋め込む構造を目指して

いるため，横方向成長を促進可能な低温成長を試みてい

る．そのため，表面での原料種の拡散長の低下から，マス

ク表面に多結晶が析出した．また，表面を見ると，モフォロ

ジーが乱れている部分が観測される．これも低温成長によ

る面間拡散の影響により，ナノワイヤ表面での原料の供給

分布のムラが出来ている事によると考えられる．さらにMg

を供給することで拡散長が変化することから，条件の最適

化が必要であることが分かった．今後，成長条件の最適化

を図っている予定である．得られたコアシェル構造の断面

SEM像を観察したところ，周りに明るい部分，芯に暗い部

分と，明瞭なコントラストが見られた．p型層は明るいコント

ラストとして観測されるため，このコントラストが芯に n型の

GaNを持つ，pn接合コアシェル構造となっていると考えら

れ，本手法により，コアシェル構造の実現が可能であった

と言える．  

  Fig.1 n-GaN nanowire and n-GaN/p-GaN  

  core/shell nanowire. 
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